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e composition stable conductrice de la chaleur et bloc de dispositif semi-conducteur dans laque. cette composition 
est utillsee. 
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g?) Une composition 36 conductrice de la dwleur ^ consh- 
essentiellement d'un mSanoe d'une rfislne de f^'cone et 
d une poudre conductrice de la cheleur, 
de silicone devient apr^s durdssemerrt; ui« 
I «at de gel La poudre conductrice de la chaleur pent fitee une 
poudre mSttllique. Lorsqu'on souhaite obtenir un eolen^ 
6Iectrique, la poudre conducuice de la chaleur est de pr«6- 
rence une poudre d'oxyde m6tallique. En tout ces, la rfeme de 
silicone peut constituer environ 30 parties du mfitange. La 
poudre conductrice de la chaleur peut 
70 parties en volume lorsqu'on mesure la density volurnique 
aprSs passage. Le durcissement peut «tre ex6cut6 en chau^- 
fant la composition jusqu-J une temp«rature 6lev6e, par 
exemole 120'C, pendant une duree de 30 minutes. Selon le 
wpe de r6sine de silicone, le durcissement est effectu6 sans 
addition d'un catalyseur avec ou sans application de chatol^ 
Dans un bloc de dispositif semi-conducteur 16, tel qu un bloc 
de circuit int6gr6 ou un support de puce, la composjtton aert 
eHectivement 4 remplir l espaoe s6parant un dispositif semi- 
conducteur et un «6ment de radiateur 31 avec la composition 
durcie pour donner une r6sine k l'6tat de gel 
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La presente invention concerne une composition 
condiactrice de la chaleur, ou compos§, et un bloc de dispo- 
sitif semi-conducteur, tel qu*un bloc de circuits int€gr§s 
ou un support de puce, dans lequel cette composition est 

5 utilis§e entre le dispositif semi-conducteur et un radia- 
teur tel qu'un conducteur de la chaleur- 

On trouve sur le marchS des compositions con- 
ductrices de la chaleur* L'une de ces compositions est a 
l'§tat cr§meux et est essentiellement constitute d'un m§- 

10 lange d'huile de silicone et de poudre d'oxyde metallique. 
Une telle composition classigue conductrice de la chaleur 
donne satisfaction lorsqu*elle est utilis§e dans un espa- 
ce, ou interstice, entre un transistor de puissance, un 
thyristor ou un composant §lectronique analogue et un ra- 

15 diateur qui leur est destin§ dans le but d'agir en conduc- 
teur effectif de la chaleur entre le composant §lectroni- 
que et le radiateur. 

La composition classique conductrice de la cha- 
leur est malheureusement instable. Par exemple, la compo- 

20 sition s'^coule dans I'espace. La poudre d'oxyde mStallique 
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se depose dans la composition et se sgpare de I'huile de 
Silicone. L'huile de silicone s'^vapore mettant finalement 
la composition a I'Stat solide. Des fissures sont enclines 
I se produire dans le solide. En pratique, de tels defauts 

5 ne sont pas prejudiciables lorsque la composition est utxli- 
s€e en conducteur de la chaleur pour les composants elec- 
troniques qu'on a cit6s ci-dessus a titre d'exemple. 

D'autre part, on connalt divers blocs de dispo- 
sitif semi-conducteur. Le dispositif semi- conducteur, 

10 tel qu'il est dSsignS ici, peut gtre un transistor, un cir- 
cuit a integration a grande gchelle ou un dispositif 61ec- 

tronique analogue. • 

Dans la description plus detaillSe qui sera fax- 
te en liaison avec des blocs de I'art antSrieur, un tel 
15 bloc de dispositif semi-conducteur comprend un 616ment de 
substrat isolant ayant une premiere et une seconde surfa- 
ce, une multitude de pastilles intSrieures conductrices ou 
pastilles de raccordement qui dSfinissent une zone prede- 
terminge sur la premiere surface, et un dispositif semx-^ 

20 conducteur qui est placi sur la zone pred^terminge et pre- 
sente une plurality de fils connect6s glectriquement aux 
pastilles interieures conductrices. On prefSre qu'un« mul- 
titude de bornes extgrieures, ou d'entrSe et de sortie, 
soient formSes sur la seconde surface. Un agencement de con- 

25 nexion relie glectriquement les pastilles interieures con- 
ductrices et les bornes extgrieures par 1 • intermediaire de 
1. element de substrat. On comprendra facilement que I'SIS- 
ment de substrat doit Stre isolS glectriquement des pastil- 
les intirieures conductrices. des bornes ext€rieures, et de 

30 1- agencement de connexion. Lorsque le bloc est destine a 
une multitude de dispositif s semi-conducteurs , I'agence- 
ment de connexion est geniralement mis en oeuvre par un cS- 
blage multi-couche dans l'616ment de substrat et assure 
ggalement une connexion 61ectrique entre des pastilles 

35 choisies parmi les pastilles intgrieures. 
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3. 

La tendance rScente est que de tels dispositifs 
semi-conducteurs soient months . d 'une fagon tres dense sur 
l'il§ment de substrat. Une puce en semi-conducteur ayant 
une surface de quelques millimetres carr§s peut consommer 

5 une puissance ^lectrique comprise entre quatre et dix 

watts. II est done nScessaire que le bloc du dispositif 
semi-conducteur comprenne un radiateur pour le pu les dis- 
positifs semi-conducteurs- Le radiateur est fix§ i une par- 
tie pr§d§terminee de la premiere ou de la secoride surface, 

lO un espace etant laisse entre chaque dispositif semi-conduc- 
teur et le radiateur. 

D'apr^s le brevet des Etats-Unis d*7to§rique 
n® 4 153 107/ de I'helium gazeux remplit au moins l*espac^ 
§ titre d' interface gazeuse conductrice de la chaleur. 

15 L'hydrogene et le ga2 carbonique sont ^galement donn€s a 
titre d'exemple comme pouvant Stre utilises pour former 
1' interface. 

Dans le brevet des Etats-Unis d'Am^rigue 
n* 4 396 936 au moins 1" espace est rempli d'une pr^forme 

20 comprenant un mat§riau thermodurcissable et conducteur de 
la chaleur tel qu'une resine epoxy au stade B. On pr^f^re 
qu'un tel mat§riau conducteur de la chaleur soit d'une ma- 
nipulation facile lors du remplissage dudit espace. 

Une demande de brevet a §te depos§e au Japon par 

25 la soci€t€ dite NEC Corporation le 30 septembre 1981 ayant 
pour objet un bloc en c§ramique multi-couche . Cette deman- 
de a pour n° 153 968 et a fait 1 'objet d'une pr§-ptiblica- 
tion n** 56 445 en 1983 (KSkai) . Dans le bloc en cSramique 
multi-couche, au moins 1' espace est rempli d'un melange 

30 d'une resine fluide et d'une poudre isolante vis-a-vis de 
l'electricit§ et conductrice de la chaleur. La resine peut 
etre une resine de silicone ou une resine epoxy. La pou- 
dre sert de charge et peut Stre une poudre d'oxyde d' alumi- 
nium ou de nitrure de bore. II apparalt que le milange 

35 n'est pas totalement exempt des d§fauts mehtionnis 
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ci-aeseus do.t =c»f£re.t les co.p»itions classi^ues con- 

ductrices de la chaleur. -haleur sert 

La oomposition conauctrioe de la chaleur s 

^ont cas. les dSfauts indiques cx-dessus s ave 
"T;rrs slirUr les disposi^fs se^i-conducteurs A 
rent trSs ^^^^^J composition classique conductrxce 

cause de ces defauts^ la P ^ conducteur de 

Ta ll" - rouTet if :: les disposi.i.s se.i-conduc 

rdL^ont.aintes «es O^^^^^^^^^^^^^ 
la composition endonmiage le ou les dxspositxf s semx 


teurs • 

Un o 


TO objet de la prSsente invention eat par oons«- 
,uant „n, composition conductrice da la chaleur. ou ccpo- 

is, a., ^ soit ---^^^^ ^-TorV: Z 

-..r^r. conductricG de la chaleur du type decrit, qux 
composxtion conaucni^'e « et/ou 

- — ^r^: rnr3rr;eierdi:r:tr 

». ;:rtre-o:;rde l, pr.senta invention eat una 

. ^.rinntrice de la chaleur du type decrxt, qui 

nr.; ;r.n"-"s: « ~" - 

D ■ autres ob jets de la pr^sente invention appa. 

au fur et a mesure de la description. 
- raxtront au rut «»- ^. r^T-6ir<->it une com- 

selon la prSsente inventxon, on prevoxt une 

" position coirctric! de la chaleur .ui 

Siir : r::L ^..ti^e . ..tat a, ,al lors. 

3. ;:'eue est aouMiae a un proces^s de d„rci..a»ant. 
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5. 

Selon la prisente invention, on pr§voit un bloc 
de dispositif semi-conducteur comprenant un Aliment de 
substrat isolant presentant une premiere et une seconde sur- 
face, une pluralxte de pastilles interieures conductrices 

5 qui d#finissent une aire pr^determinee sur la premidre sur- 
face, un dispositif semi-conducteur plac§ sur l*air pr§- 
d€tennin§e et pr§sentant une plurality de fils qui sont 
connectes ^lectriquement aux pastilles interieures, une 
pluralite de bornes exterieures sur la seconde surf ace, un 

10 moyen de connexion pour connecter §lectriquement les pas- 
tilles interieures et les bornes exterieures par l*interm€- 
diaire de l'§l§inent de substrat, un §l§ment de radiateur 
pour le dispositif semi-cpnducteur , un moyen de fixation 
pour fixer mScaniqueitient 1' element de radiateur a une par- 

15 tie pred§terminee de la premiere surface avec un espace 
Iciissg entre le dispositif semi- con due teur et l'€l§ment de 
radiateur, et une masse de r^sine d 1 ' Stat de gel conductri- 
ce de la chaleur qui remplit au moins 1' espace et dans la- 
quelle une composition conductrice de la chaleur consistant 

20 essentiellement d'un melange de resine de silicone et d'une 
poudre conductrice de la chaleur est durcie, oH la rSsine 
de silicone devient une resine elastique a I'^tat de gel 
lorsqu'elle est soumise § un processus de durcis semen t. 

La presente invention sera bien comprise lors de 

25 la description suivante faite en liaison avec les des- 
sins ci-joints dans lesquels : 

La figure 1 repr^sente sch§matiquement , en par- 
tie en coupe, un bloc classique de dispositif semi-conduc- 
teur; 

30 La figure 2 reprisente d'une fagon similaire un 

autre bloc classique de dispositif semi-conducteur ; 

La figure 3 repr§sente d'une fa§on similaire en- 
core un autre bloc classique de dispositif semi-conducteur; 

La figure 4 repr§sente sch§matiquement, en partie 
35 en coupe, un bloc de dispositif semi-conducteur selon un 
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aspect de la prSsente invention; et 

La figure 5 repr§sente d'une fa?on similaire un 
bloc de dispositif semi-conducteur selon un autre, aspect 
de la prSsente invention. 

on trouve dans le marchS diverses rfesines de 
silicone destlnees a etre utilisees typiquement dans I'en- 
robage d'un dispositif semi-conducteur, ce dernier pouvant 
Stre un transistor, un circuit integrg, un circuit a inte- 
gration i grande €chelle ou un dispositif ilectronique 
Similaire. A ce stade, on attirera I'attention du lecteur 
sur le fait que certaines risines de silicone sont visqueu- 
ses avant d'etre soumises a un processus de durcisseiaent 
et deviennent des risines glastiques a I'itat de gel lors- 
qu'elles sont soumises au processus de durcissement. Des 
exemples sont le type dit -CY52-263" fabriquS et vendu par 
la socifitS dite Toray Silicone, Inc., Tokyo, Japon, et ^ 
le type dit "KE 104 Gel" fabriqug et vendu par la societe 
dite Shin-Etsu Chemical, CO., Ltd. Tokyo, Japon. 

on procedera maintenant a la description d'un 
5 exemple de fabrication d'une composition conductrice de 
la chaleur. ou composS, selon la prSsente invention. On a 
utilise la risine dite ••cy52-263" coinme resine de silicone 
et I'a plac6e dans un bgcher. La rSsine de silicone a une 
viscositg d'environ 400 cp. On ajoute a la rSsine de sili- 
cone une fine poudre de nitrure de bore et I'agite manuel- 
lement a fond avec une tige de verre jusqu'a obtenir une 
dispersion visuellement homoggne dans la rSsine de sili- 
cone. La fine poudre de nitrure de bore a un diamStre de 
particule compris entre 1 et 20 luicrometres. La composition 
conductrice de la chaleur est ainsi fabriquSe et comprend 
essentiellement un melange de rSsine de silicone et de pou- 
dre de nitrure de bore qu'on utilise comme poudre conduc- 
trice de la chaleur. La proportion de la r€sine de sili- 
cone est de 30 parties par volume du melange. On utilise 
35 70 parties en volume de poudre de nitrure de bore, avec le 
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volume mesure dans un etat connu, a savoir celui dans le- 
quel on mesure ordinairement la density volumique tassSe. 
Aucun probl^me n'est souleve, meme si I'on verse la poudre 
de nitrure de bore en une seule fois dans la r^sine de 
5 silicone. 

La composition conductrice de la chaleur a une 
f luidite suffisante pour revetir des dispositifs semi- 
conducteurs au montage dense. Lorsgu'elle est soumise § 
une operation de durcissement a une temperature de 120'*C 

10 pendant une dur^e de trente minutes, la composition conduc- 
trice de la chaleur se durcit pour donner une resine elas- 
tique a I'^tat de gel qui enrobe bien les dispositifs semi- 
conducteurs. II est egalement possible d'utiliser une pou- 
dre d'alumine ou une poudre metallique ay ant un diamdtre 

15 de particule similaire pour ajuster la fluiditS avant le 

durcissement, soit en faisant varier le rapport des consti- 
tuants dans le melange soit en ajoutant un diluant pour la 
resine de silicone. Aucxm probleme n'est soulev§, m§me si 
on augmente la proportion de la poudre d' environ dix pour 

20 cent dans les parties en volume indiqu€es ci-dessus. On 
pourrait r§duire la proportion de la poudre a lO parties 
ou moins, mais la conductibilite thermique de la resine 
S I'etat de gel se trouverait r§duite ^ I'avenant. II est 
en outre possible d'ajouter un agent tensio-actlf et/ou un 

25 agent dispersant a la composition conductrice de la cha- 
leur. 

Lorsqu'on utilise le type "KE 104 Gel'' comme r§- 
sine de silicone, on emploie un qatalyseur a titre d' agent 
de durcissement lorsqu'on soumet la composition conductri- 

30 ce de la chaleur S un processus de durcissement. Le cataly- 
seur est de preference le produit dit "Catalyst 104" fabri- 
qu§ et vendu S cet effet par la soci§te dite Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd. Avec 1' addition du catalyseur, la com- 
position conductrice de la chaleur est chauffge S une tem- 

35 perature de 150**C pendant 30 minutes. II faut environ dix 
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heures pour durcir la composition 3 la temperature ambian- 
te avec une simple addition de 1 'agent de durcissement. 
En tout cas, on pr^fdre utiliser une telle resine de sili- 
cone pour autant que la duree de vie utile est concern^e. 

5 Cela est dtl au fait qu'on a conf irme que la composition 
conductrice de la chaleur peut se comporter normalezaent 
m^e plusieurs mois apris sa fabrication* La resine ^ 
l'§tat de gel a une duret§ qui depend du rapport de melange 
de 1' agent de durcissement. 

10 II est egalement possible d' utiliser toute autre 

r§sine de silicone pouvant §tre durcie pour donner \me resi- 
ne elastigue a l'6tfiLt de gel lorsqu'elle est soumise .^ un 
processus de durcissement. Si on d§sire obtenir une conduc- 
tion €lectrique en plus de la conductibilite thermique, 

15 il est possible d'utiliser une poudre d'argent, de cuivre, 
d'or ou d'un metal analogue comme poudre conductrice de la 
chaleur et de l"§lectricit§; si on d§sire une isolation 
§lectrigue en plus de la conductibilite thermique, il est 
possible d 'utiliser une poudre d'oxyde d' aluminium, d'oxy- 

20 de de beryllitmi, ou d'un oxyde metallique analogue, de la 
poudre de nitrure de bore; ou d'un nitrure similaire, de la 
poudre de carbure de silicium ou d'un carbture analogue, ou 
un melange d'une telle poudre d'un oxyde metallique et 
d'xine poudre de nitrure ou de carbure pour constituer la 

25 poudre conductrice de la chaleur, Il est igalement possible, 
au lieu de proc€der ^ un melange manuel de la rSsine de 
silicone et de la poudre conductrice de la chaleur, d' em- 
ployer un appareil de maleucage connu lors de la fabrica- 
tion des compositions conductrices de la chaleur. Le rap- 

30 port indique ci-dessus entre la fine poudre de nitrure de 
bore et la resine de silicone convient egalement quelle 
que soit la poudre conductrice de la chaleur. 

On a confirm^ qu'une telle con^osition conduc- 
trice de la chaleur, lorsqu'elle a durci, ne s'ecoule pas, 

35 n'est pas soumise a separation et/ou solidification, et ne 
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souffre pas de fendillements* En outre, la resine a 
l'§tat de gel ne soumet pas le ou les dispositifs semi- 
conducteurs I des contraintes m^caniques et ne les endom- 
mage pas. 

5 . En liaison maintenant avec la figure 1, on pro- 

cedera a la description d'un bloc classique de disposi- 
tif semi-conducteur dont il a ete question dans la pr6- 
publication japonaise n^ 85 842 (1981) dont il a gte ques- 
tion ci-dessus. Le bloc comprend un §l§inent de substrat 

10 isolant 11 qui prisente una premiere surface et une secon- 
de surface. Dans I'exeitiple illustr§, la premiere surface 
est dirigee gen^ralement vers le bas de la figure. La se- 
conde surface est dirigee vers le haut. L' Aliment de subs- 
trat 11 presente une partie a §paulement qui pr§sente une 

15 surface a gradin agissant en portion de la premiere surfa- 
ce et d€finit une ichancrure dans l»61§ment de substrat 11. 
L'Schancrure a une surface inf§rieure constituant une au- 
tre portion de la premiere surface. 

Une multitude de pastilles int^rieures conduc- 

2o trices 12, ou pastilles de raccordement, 12 sent fonnies 
sur la surface ^ gradin. Une multitude de bornes ext€rieu- 
res 13, ou bornes d' entree et de sortie sent dispos§es sur 
la premiere surface autour de 1 ' §chancrure. Les pastilles 
interieures 12 et les bornes ext§rieures 13 sont connectees 

25 electriquement par 1 ' interm^diaire de l*§l§ment de substrat 11 
par un agencement de connexion qu'on decrira ult§±ieurement. 
L'§l§ment de substrat 11 doit §tre en ceramique ou mat^riau 
isolant vis-a-vis de 1 • electricity au moins a des endroits 
qui sont contigus aux pastilles intirieures conductrices 12, 

30 aux bornes exterieures 13 et a 1« agencement de connexion. 
On comprendra que les pastilles int§rieures 12 sont placies 
sur la premiere surface de mani^re S d§f inir une aire pr^- 
d§terminee sur la surface inf§rieure, c*est-§-dire sur la 
premidre surface. 

25 Un dispositif semi-conducteur 16 est placS sur 

I'air pr§d§terminie et regu dans l'§chancrure de mani^re a 
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avoir une position qu'on appellera ici dirig^e vers le 
haut. Plus particulierement, le dispositif 16 prSsente une 
face active qui est dans le sens oppose a I'aire prSdStermi- 
„6e. Dans I'exemple, cette face active est approximativement 
5 dans le mSme plan que la surface du gradin.On comprendra 
que I'gchancrure a une profondeur pr6d#teriainge. Les f3.1s 
du dispositif 16 sont connectgs glectriquement aux pastil- 
les intSrieures 12 par soudage ou brasage. En variante, on 
peut utiliser des liaisons connues dans I'art pour relier 
10 glectriquement les fils aux pastilles 12. Un gUment de 
coiffe 18 est fixg 3 I'glgment de substrat 11 au moyen 
d'une soudure 19 de maniSre a enfermer le dispositif 16 
dans I'Schancrure. La coiffe 18 est appelSe fil dans la pre- 
pTjblication mentionnSe ci-dessus. 
15 un Pigment de radlateur 21 est fix€ a une portion 

predetenuinSe de la seconde surface du substrat 11 par une 
plurality de couches intermidiaires qu'on disignera collec- 
tivement par la reference 22. Les couches intermSdiaires 11 
comportent une premiSre couche et une seconde couche qui ne 
20 sont pas illustrges sgpar^ment mais sont plus pres de 

1- element de substrat' 11 et de I'Sl&aent de radiateur 21, 
respectivement. La premiere couche est en tungstSne, molybde- 
„e ou mStal siirdlaire ayant un coefficient de dilatation 
thermique qui est approximat ivement ggal a celui de I'ele- 
25 ment de substrat 11. La seconde couche est en cuivre, ar- 
gent,, ou metal analogue prSsentant une conductibilitS ther- 
mique glevee et est flexible. 

En liaison avec la figure 2, un autre bloc 
classique de dispositif semi-conducteur est du type dgcrit 
30 dans la pre-publication n» 120 139 (1981) . En figure 2, le 
bloc comprend des parties similaires qui sont representees 
par les mSmes numiros de references. Dans cet exemple, les 
premiere et seconde surfaces de 1' element de substrat. 11 
sont dirigees generalement vers le haut et vers le bas, 
35 respectivement. Les bomes exterieures 13 sont disposees 
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sur la seconde surface. Les pastilles inter ieuires conduc- 
trices 12 sont connectees electriquement aux homes respec- 
tives de sortie 13 par des conducteurs 24 formes en partie 
sur la premiere surface et en partie dans l'gl§ment de subs- 
trat 11. Le dispositif 16 est plac§ sur I'aire prid^termi- 
n§e de 1' Aliment de substrat 11 en ^tant ggalement dirig§ 
vers le haut. Le bloc ne comprend pas 1" element de radia- 
teur du type decrit en figure 1 en 21. 

En liaison avec la figure 3, on a repr^sente un 
autre bloc classique du type dScrit dans la demande de bre- 
vet japonais n° 153 968 cit§e ci-dessus en tant que bloc 
en cgramique multi-couche. En figure 3, une pluralit§ 
de dispositif s semi-conducteurs est de nouveau representee 
en 16 et est positionnee de maniere a etre dirig^e vers 
le haut dans une multitude d' echancrures menag^es dans 
1* element de substrat 11, respectivement . L'agencem^t de 
connexion est mis en oeuvre par un cablage multi-couche 
dans 1' Pigment de substrat 11. L'el§ment de radiateur 21 
sert 6galeinent de coif fe dont la description a et§ f aite en 
liaison avec les figures 1 et 2 sous la reference 18. Un 
e space ou interstice est in§vitablement laiss€ entre 
I'glgment de radiateur 21 et chaque dispositif semi-conduc- 
teur 16. Ii' Element de radiateur 21 comporte par cons§quent 
une saillie ayant une surface qui est rapproch€e de chaque 
dispositif 16 de maniere a raccourcir I'espace. Une masse 
de resine 26 remplit au moins chaque espace. La rSsine, com- 
me on I'appellera maintenant, est un melange d'une resine 
et d'une charge oa la resine a une certaine fluidity et la 
charge est conductrice de la chaleur et isolante vis-i-vis 
de l'§lectricite de la maniere d^crite precedemment. Les 
masses de r§sine 26 sont capables de former une liaison 
thermique entre 1 • element de radiateur 21 et l'gl§ment 

de substrat 11. 

De nouveau en liaison avec les figures 1 a 3, le 
bloc classique du dispositif semi-conducteur de la figure 1 
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ne peut pas comprendre un nombre suf f isant de bornes ext€- 
rleures 13. Le bloc de la figure 2 ne coiaprend pas 1*S1§- 
ment de radiateur 21. On pense que le bloc de la figure 3 
permet de r§soudre de tels probl§ines» Chaque masse de re- 
5 sine 26 souffre cependant, des d§f auts signales pr^cedem- 
ment.. 

En liaison maintenant avec la figure 4, on 
procedera k la description d'un bloc de dispositif semi- 
conducteur dans lequel la composition, conductrice de 

lO la chaleur^ou compost, est utilisee selon un aspect de la 
presente invention. En figure 4, le bloc comprend des par- 
ties simiiaires qui sont de nouveau designees par les m^- 
mes numSros de r§f6rence, 

L'^l€ment de radiateur 21 comprend un corps 31 

15 et une coiffe 32. Le corps 31 est en m€tal et sert de radia- 
teur. La coiffe 32 est egalement en m^tal et forme une m$me 
pidce avec le corps 31 grSce cl une masse de soudure 33. La 
coiffe 32 comporte une saillie identique 5 celle de l'§le- 
ment de radiateur 21 d^crit en liaison avec la figure 3. 

20 La coiffe 32 est fix§e ou scellee ^ une partie pr§d§termi- 
n§e de I'ilement de substrat 11 par une masse d'^tanch^ite 
34 connue dans I'art- 

Avant le scellement de 1' element de radiateur 21 
3 1' Element de substrat 11, le dispositif 16 est plac§ avec 

25 la face dirigee vers le haut sur I'aire pr^determinee de 
1' element de substrat 11 et fixe a la surface infer ieure 
psu: une masse d'adh^sif 35 connue dans I'art. Une certai- 
ne quantity de la composition conductrice de la chaleur 
est appliqu§e au dispositif 16. Aprds mise en place de 

30 1' Pigment de radiateur 21^ la composition conductrice de 

la chaleur est durcie pour.donner une masse de r^sine 36. 
Etant diff€rente de la masse de resine 26 d§crite- en liai- 
son avec la figure 3, la masse 36 constitue une masse de 
resine S I'Stat de gel, conductrice de la chaleur, dans 

35 laquelle est durcie la conposition conductrice de la 


aMennnin;<FR 357oa83Al I > 


2570383 


13. 


chaleur. II est possible d'utiliser un element de radia- 
teur unique 21 S la place de 1 'ensemble constitu§ par le 
corps et les coiffes, 31 et 32. 

En liaison enfin avec la figure 5, un bloc de 
dispositif semi-conducteur comporte la masse de rSsine 36 
selon un autre aspect de la pr§sente invention. Une multi- 
tude de dispositifs semi-conducteurs 16 est plac§e sur les 
aires pr§d§termin^es definies ci-dessus respectivement, 
toutes etant dirig§es vers le bas. En d'autres termes, cha- 
que dispositif 16 a une face active qui est dirigee vers 
une aire appropriee des aires pridetermin^es. 

En figure 5, on verra que l»€l€ment de substrat 11 
comporte un substrat isolant 37 et une multitude d'entretoi- 
ses 38. Le substrat 37 comporte un cablage multi-couche 
comme I'agencement de connexion cit§ ci-dessus. Chaque en- 
tretoise 38 peut ou non etre en materiau isolant et laisse 
une certaine distance entre le substrat et 1 'Pigment de ra- 
diateur 21. On comprendra que chaque entretoise 38 presen- 
te une surface superieure qui sert de portion pr6d§termin€e 
de la premiere surface de 1* element de substrat 11. 

Apres fixation des entretoises 38 au substrat 37 
de la maniere classique, les dispositifs 16 sont places 
sur les aires pr^determinees respectives, avec les fils 
connect€s glectriquement aux pastilles int^rieures conduc- 
trices 12. La composition conductrice de la chaleur, ou com- 
pose, est appliquee aux surfaces arriere des dispositifs 
respectifs 16. L' Element de radiateur 21 est place sur les 
entretoises 38. La composition conductrice de la chaleur 
est transformie en gel h l'int€rieur des masses de rSsine 
36. on comprendra que les entretoises 38 doivent avoir une 
hauteur commune de fagon qu'un espace itroit ou interstice 
soit laiss^ entre l»el§ment de radiateur 21 et la surface 
arriere de chaque dispositif 16. 

L'^l^ment de radiateur 21 peut §tre fixi aux 
entretoises 38 par des masses d'adh^sifs connus. II est 
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tre deu. disposltifs 16 c=„t:.,us . "^^^^ ^^^^ 

";es .ornes ext.rieures 13 peuven. ne pas ..re des 
«ais soit des pastilles exterieures conductrices. ou 
Tstlirs d e^ J: .1 de sortie, soit avoir une toute a«- 

semi-conducteur illustrg en liaison avec ^^^"^^ 

La prisente invention n'est pas Ixmxtee aux 
. . realisation qui viennent d'etre dScrits, elle 

tes qui apparaltront a I'hoinine de I'art. 
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RE VEND I C ATI ONS 

1 - Coittposition conduc trice de la chaleur, carac- 
terisee en ce qu'elle est constitute essentiellement d'un 
melange d'une rSsine de silicone et d'une poudre conductri- 
ce de la chaleur^ la r^sine de silicone devenant une resine 
glastique I I'etat de gel lorsqu'elle est soumise a une 
operation de dure! s semen t. 

2 - Composition selon la revendication 1, carac- 
t§risee en ce que le melange est constitue d' environ 30 par- 
ties en volvime de la resine de silicone et d' environ 70 par- 
ties en vol\ame de la poudre conduc trice de la chaleur, le 
volume de la poudre conductrice de la chaleur itant mesure 

S 1 ■ §ta.t dans lequel la poudre est soumise M une mesure de 
la density volumique tassee. 

3 - Composition selon la revendication l^carac- 
tSrisee en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
une poudre mttallique, 

4 - Composition selon la revendication 1, carac- 
ttrisee en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
une poudre d*oxyde metallique. 

5 - Composition selon la revendication 1, carac- 
terisee en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
une poudre de nitrure. 

6 - Composition selon la revendication 5,carac- 
t§ris§e en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
\in melange d'une poudre d'oxyde metallique et de la poudre 
de nitrure. 

7 - Composition selon la revendication 1, carac- 
t§risee en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
une poudre de carbure. 

8 - Composition selon la revendication 7, carac- 
t^risee en ce que la poudre conductrice de la chaleur est 
un melange d'une poudre d'oxyde metallique et de la poudre 
de carbure. 

9 - Bloc de dispositif semi-conducteur , carac- 
tirisg en ce qu'il comprend un 61§ment de substrat 
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isolant (11) pr^sentant une premiere surface et une 
seconde surface, une multitude de pastilles intSrieures 
conductrices (12) definissant une aire pr€d6teriain^e sur 
la premiere surface, un dispositif serai-conducteur (16) 
plac§ sur I'aire pred§termin§e et ayant une multitude de 
fils connectes €lectriquement aux pastilles conductrices 
intirieures, une multitude de bornes ext§rieures (13) sur 
la seconde surface , un inoyen de connexion pour connecter 
electriguement les pastilles interieures conductrices et 
les bornes ext^rieures par 1 ' intermediaire de 1' Pigment de 
substrat, un element de radiateur (21) pour le dispositif 
serai-conducteur, un moyen de fixation poiar attacher m§cani- 
quement l'€l^ment de radiateur H une portion pred€termin^e 
de la premiere surface avec un espace laiss§ entre le dis- 
3^5 positif semi-conducteur et 1' element de radiateur, et une 

masse de r^sine (36) ^ I'etat de gel conductrice de la cha- 
leur qui remplit au moins ledit espace et dans laguelle une 
composition conductrice de la chaleur constitute essentiel- 
lement d'un melange d'une resine de silicone et d'une pou- 
dre conductrice de la chaleur est durcie, oil la resine de 
silicone devient une resine 61astique ^ l*§tat de gel lors- 
qu'elle est soumise a une operation de durcissement. 

10 - Bloc selon la revendication 9, caract6ris§ 
en ce que 1' element de substrat (11) comporte une portion 
.25 a §paulement ayant une surface a gradin et. definissant une 
echancrure qui a une surface inf§rieure comprenant I'aire 
pr§d§termin€e et est destinee a recevoir le dispositif 
semi-conducteur (16) , les pastilles int^riexares conductri- 
ces (12) se trouvant sur la surface a gradin, le disposi- 
3Q tif semi-conducteur etant place sur I'aire predStermin^e 
avec une liaison dirig^e vers le hautj 

- 1' Aliment de radiateur (21) comprend une por- 
tion de corps (31) pouvant agir en radiateur pour le dis- 
positif semi-conducteur, et une saillie qui est en une 
35 pifece avec la portion de corps et presente une surface en 
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saillie; 

- le moyen de fixation attachant la portion de 
corps a la partie pr^determinee de la premiere surface 
avec ledit espace laiss§ entre le dispositif semi-conduc- 
teur et la surface en saillie. 

11 - Bloc selon la revendication 9, caract§ris§ 
en ce que I'^l^ment de substrat (11) coinporte une portion 
de sxabstrat (37) et une portion a entretoise (38) qui est 
en une piece avec la portion de substrat et pr^sente une 
surface exposee en tant que ladite partie pred§termin§c 
de la premiere surface, le moyen de connexion comportant * 
un cablage multi-couche , oO : 

- le dispositif semi-conducteur est plac§ sur 
la surface pr^d§terminge avec la liaison dirig§e vers le 
bas; 

- le moyen de fixation attachant 1' Element de 
radiateur (21) a la surface exposSe de la portion I entre- 
toise avec ledit espace laiss§ entre le dispositif semi- 
conducteur et l'§l§ment de radiateur. 
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